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Abstract 
     For MoOx/n-Si heterojunctions deposited by ECR sputtering, we performed chemical state depth profiling by XPS 
and work function measurements by Kelvin probe, and investigated the correlation with the Schottky barrier height φB 
reported previously. The depth profiles of Mo 3d and O 1s suggest an apparently oxygen-deficient (non-stoichiometric) 
depth profile, although part of the reduction may include sputter-induced effects, and the influence of surface 
contamination was confirmed from C 1s. The effective surface work function of MoOx evaluated by Kelvin probe was 
4.64 ± 0.07 eV, and from the difference between the ideal barrier height evaluated from the work function and φB 
(0.63–0.70 eV) from the previous report, we discuss the possibility of weak Fermi-level pinning at the heterojunction 
interface. 
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1. 緒言 
次世代の結晶シリコン太陽電池において，キャリア再結

合の抑制と効率的な電荷抽出を両立するキャリア選択性コ

ンタクト（Carrier Selective Contact）技術はさらなる高効率

化のために重要である 1)．なかでも遷移金属酸化物

（Transition Metal Oxides: TMOs）は，広いバンドギャップ

と高い仕事関数をもち，シリコン基板との界面で大きなエ

ネルギー障壁を形成できることから，ホール選択性コンタ

クト材料として広く研究されている 2)-5)．酸化モリブデン

（MoOx）は，MoO3 状態で 6.9 eV という高い仕事関数を

示し，優れたキャリア選択性が期待される 6)． 

これまでの研究において，MoOx 膜の電子構造や電気的

特性は，膜中の酸素欠損量や表面の化学結合状態に強く依

存することが知られている 7)-11)．しかし現在までに，この

特性について十分な理解は得られていない．そこで，実用

的な製膜手法として期待されるスパッタリング法での界面

形成過程では，プロセス条件によって界面層形成や化学量

論組成からのずれ，プラズマダメージによる欠陥の導入が

生じうることから，これらの化学状態・電子構造を把握す

ることで電気的特性の理解が可能になると思われる．その 
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